
GaN for Photovoltaics   
GaN/Si micro-inverter reduces cost per watt 
of solar power

What is GaN for Photovoltaics?

Regular silicon-based micro-inverters—the most 
critical components to take advantages of solar panel 
performance—have reached their limits. CEA-Leti 
researchers are now offering 650V & 100V GaN/Si  
power transistors to reduce the cost and size of solar 
inverters while increasing compactness: 

• high power density: 1.1kW/l (GaN)
• high yield: 97% (GaN) vs. 95% (Si)
• lower parasitic inductance

GaN/Si are power components made of Gallium Nitride 
on a low cost 8” Silicon substrate. Such components are 
already in volume production. An improved transistor 
architecture, called “MIS-gate” has been developed 
by CEA-Leti and will reach volume production in the 
coming months.

Applications

• Building-integrated photovoltaics (BIPV)
• Off-grid power supply systems

GaN pour le photovoltaïque     
Un coût par watt réduit  
grâce aux micro-convertisseurs GaN/Si

Qu'est-ce que le GaN 
pour le photovoltaïque ? 

Les micro-convertisseurs sont des composants essentiels 
pour tirer parti des performances des panneaux solaires. 
Traditionnellement réalisés sur silicium, ils atteignent 
aujourd’hui leurs limites. Les équipes de recherche du 
CEA-Leti proposent des transistors de puissance GaN/Si 
(nitrure de gallium sur silicium) de 100 V et 650 V  
pour réduire le coût et la taille des onduleurs solaires  
tout en optimisant le stockage de l’énergie et leur taille : 

•	 Densité de puissance élevée : 1,1 kW/l (GaN)  
•	 Haut rendement : 97 % (GaN) contre 95 % (Si) 
•	 Inductance parasites réduite
 
Les composants de puissance GaN/Si sont constitués de 
nitrure de gallium sur un substrat de silicium de 8 pouces 
à faible coût. Ces composants sont déjà produits en série. 
Une architecture de transistor améliorée, appelée "MIS-
gate", a été développée par le CEA-Leti et sera produite 
en volume dans les prochains mois.

Applications

•	 Photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV)
•	 Systèmes d’alimentation électrique autonomes  
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What's new?

The integration of a micro-inverter directly into solar panels enable  
paralleling, making it a strategic component. This micro-inverter helps 
efficiently convert the 72-cell PV module’s electrical energy into  
the 230V~50Hz. In fact, CEA-Leti’s GaN/Si power components  
(MIS-Gate: Metal Insulator Semiconductor) helps deliver superior returns 
and a built-in MPPT (Maximum Power Point Tracker) maximizes power 
conversion regardless of the solar irradiation.  

What’s next?

This technology will reach the market in 2025-27. Meanwhile, CEA-Leti 
and CEA-Liten researchers will improve the technology and develop  
a built-in digital control system. The team will unveil new prototypes  
in the coming years.  

Interested  
in this technology?

CEA-Leti contact:
Martin Gallezot
martin.gallezot@cea.fr 
+33 438 785 105

CEA-Liten contact:
Benoit Froidurot
benoit.froidurot@cea.fr
+33 479 792 233

Schematic of circuit, micro-inverter 
picture and measured signals  
of two stages conversion

• First stage conversion DC (40V)/DC
(340V) (top right in blue square):
input current (orange curve) in
inductance (Lin) and BusDC output
voltage 340V (blue curve).

• 	Second stage conversion DC
(340V)/AC (~230V) (bottom right
in red square): input DC voltage
(yellow curve) and output AC
voltage 230V-50Hz (green curve).
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Nouveautés 

L’intégration d’un micro-convertisseur directement sur des panneaux  
solaires permet le raccordement de panneaux en parallèle. 
Le micro-convertisseur joue un rôle stratégique.

Prochaine étape

La technologie sera commercialisable en 2025-27. D’ici là, les équipes 
de recherche du CEA-Leti et du CEA-Liten s’attellent à l’amélioration des 
transistors de puissance sur nitrure de gallium (GaN) pour le photovoltaïque, 
avec, notamment, le développement d’un système de commande numérique 
intégré. L’équipe présentera de nouveaux prototypes dans les années à venir.  

Cette technologie  
vous interesse ?

Contact CEA-Leti :
Martin Gallezot
martin.gallezot@cea.fr 
04 38 78 51 05

Contact CEA-Liten :
Benoit Froidurot
benoit.froidurot@cea.fr
04 79 79 22 33
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•	 Première étape de conversion DC 
(40 V)/DC (340 V) (en haut à droite, 
encadré bleu) : courant d’entrée 
(courbe orange) en inductance 
(Lin) et tension de sortie BusDC 
340 V (courbe bleue).

•	 Deuxième étape de conversion 
DC (340 V)/AC (~230 V) (en bas 
à droite, encadré rouge) : tension 
d’entrée DC (courbe jaune) et 
tension de sortie AC 230 V-50 Hz 
(courbe verte).

Schéma du circuit, photo du micro-convertisseur  
et signaux mesurés aux deux étapes de conversion
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